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1.はじめに: 光電気化学（PEC）エッチングは、電解液中に浸した試

料エッチング面を陽極とし、空間分離した陰極との間で通電すること

により実施される。その際、陽極と陰極の電位を外部電源で制御し、

陽極には光照射して反応を促進する。コンタクトレス PEC（CL-PEC）

エッチングは、陰極を試料に直接配置することで、配線を必要としな

い簡便なセットアップで実施可能である [1]。前回、電解液中で

AlGaN/GaN 構造に発生する光起電力を測定し、それが陽極反

応の駆動力となっていることを報告した[2]。今回は、陰極の設計

が CL-PECエッチングの反応速度に与える影響を調査した。 

2.実験方法: Fig.1に本実験で用いた AlGaN/GaN試料を示す。

陰極にオーミック電極(Ti/Al/Ti/Au)と Ti電極を形成した２種類の

資料を用意した。SiO2保護膜を成膜し、エッチング反応面と陰極

のみ開口した。CL-PEC エッチングは、濃度 0.025mol/L のペル

オキソ二硫酸カリウム水溶液中で光強度 3.6mW/cm2、中心波長

260nmの紫外光を上部から照射することで行った。 

3.結果と考察: エッチング時間と深さの関係を Fig.2 に示す。Ti

電極試料では、上層の AlGaN 層内で深さが飽和する傾向を示

した（エッチングの自己停止[3]）。一方、オーミック電極試料で

は、自己停止は見られず約 5 nm/min の高いエッチングレート

が得られた。これは、陰極効率が向上したためだと考えられる。

次に、オーミック電極試料の陰極と反応面の距離 Lcathodeを変え

エッチングを行った(Fig.3)。Lcathode によらず、10min で 50～

60nm の深さで均一にエッチングが進行した。これは、CL-PEC

エッチングの反応は陰極によって律速され、その反応量の制御

には適切なカソード設計が重要であることを示唆している。 
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Fig.2 Relationship between etching 

depth and etching time. 

 

Fig.3 Relationship between etching 

depth and distance between cathode 

and etching surface. 

 

Fig.1 Schematic illustration of 

AlGaN/GaN structure. 
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